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产品详情

芯片研发环节的可靠性测试

对于半导体企业，进行可靠性试验是提升产品质量的重要手段。在进行工业级产品可靠性验证时，HTG

B、H3TRB、TC、HTRB、AC/PCT、IOL试验就是验证器件可靠性的主要项目：

HTGB（高温门极偏置测试）

高温门极偏置测试是针对碳化硅MOS管的重要的实验项目。在高温环境下对门极长期施加电压会促使门

极的性能加速老化，且MOSFET

的门极长期承受正电压，或者负电压，其门极的门槛值VGSth会发生漂移。

H3TRB（高压高温高湿反偏测试）

AEC-Q101中只有H3TRB这个类别，其缺点是反压过低，只有100V。主要是针对高温高电压环境下的失

效的加速实验。高湿环境是对分立器件的封装树脂材料及晶片表面钝化层的极大考验，树脂材料是挡不

住水汽的，只能靠钝化层，3种应力的施加使早期的缺陷更容易暴露出来；

https://so.csdn.net/so/search?q=MOSFET&spm=1001.2101.3001.7020


TC（温度循环测试）

绑定线、焊接材料及树脂材料受到热应力均存在老化和失效的风险。温度循环测试把被测对象放入温箱

中，温度在-55℃到150℃之间循环（H等级），这个过程是对封装材料施加热应力，评估器件内部各种不

同材质在热胀冷缩作用下的界面完整性；此项目标准对碳化硅功率模块而言很苛刻，尤其是应用于汽车

的模块。

HTRB（高温反偏测试）

HTRB是分立器件可靠性重要的一个试验项目，其目的是暴露跟时间、应力相关的缺陷，这些缺陷通常是

钝化层的可移动离子或温度驱动的杂质。半导体器件对杂质高度敏感，制造过程中有可能引入杂质，杂

质在强电场作用下会呈现加速移动或扩散现象，终杂质将扩散至半导体内部导致失效。同样的晶片表面

钝化层损坏后，杂质可能迁移到晶片内部导致失效。

HTRB试验可以使这些失效加速呈现，排查出异常器件。半导体器件在150℃的环境温箱里被施加80%的

反压，会出现漏电现象。如果在1000小时内漏电参数未超出规格底线，且保持稳定不发生变化，说明器

件设计和封装组合符合标准。

AC/PCT（高温蒸煮测试）

高温蒸煮测试是把被测对象放进高温高湿高气压的环境中，考验晶片钝化层的优良程度及树脂材料的性

能。被测对象处于凝露高湿气氛中，且环境中气压较高，湿气能进入封装内部，可能出现分层、金属化

腐蚀等缺陷。

IOL（间歇工作寿命测试）

间歇工作寿命测试是一种功率循环测试，将被测对象置于常温环境Ta=25℃，通入电流使其自身发热结温

上升，且使Tj≧100℃，等其自然冷却至环境温度，再通入电流使其结温上升，不断循环反复。此测试可

使被测对象不同物质结合面产生应力，可发现绑定线与铝层的焊接面断裂、芯片表面与树脂材料的界面



分层、绑定线与树脂材料的界面分层等缺陷。对于材质多且材质与材质接触面比较多的模块，此通过此

项目难度较高。

以上每种可靠性试验都对应着某种失效模式，可归纳为环境试验、寿命试验、筛选试验、现场使用试验

、鉴定试验五大类，是根据环境条件、试验项目、试验目的、试验性质的不同，试验方法的不同分类。

这是产品在投入市场前必须进行可靠性试验。可靠性试验将失效现象复现出来排除隐患，避免在使用过

程中出现可避免的失效。
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